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Przedmiotem wynalazku jest potencjostat zbudo-
wany na elementach poéiprzewodnikowych.

W technice znane sg potencjostaty zbudowane
w oparciu o-technike elektroniczng lampowa, lam-
powo-poéiprzewodnikows, oraz z zastosowaniem wy-
lacznie elementéw pélprzewodnikowych. Przyrzady
budowane na lampach  majg szereg istotnych
wad, jak: malg stabilno$é, duze gabaryty, duzy
pobér mocy, niski stopien niezawodnosci oraz ko-
nieczno$é dilugiego czasu przygotowania do pracy.
Znane rozwigzania konstrukcyjne potencjostatow
bazujgce na technice lampowej posiadaja paramet-
ry eksploatacyjne znacznie gorsze od parametrow
potencjostatéw o elementach péiprzewodnikowych.

Zadaniem potencjostatu jest utrzymywanie w
czasie procesu elektrochemicznego nastawionej
warto$Sci potencjalu elektrody odniesienia. Poten-
cjat ten jest funkcjg napiecia i pradu elektrody
pomocniczej. Charakter tej funkcji ulega zmianom
w zalezno$ci od rodzaju elektrolitu, oraz stadium
procesu elektrochemicznego. Potencjostat wytwa-
rza takie napiecie i prad elektrody pomocniczej,
aby utrzymaé nastawiony potencjat elektrody od-
niesienia niezaleznie od charakteru powyzszej
funkcji, oraz czynnikéw zaklécajgcych.

Znane rozwiazanfa potencjostatéw oparte sg na
wysokostabilnych -wzmacniaczach pradu stalego.
‘Wzmacniacze tranzystorowe o regulowanym po-
tencjale wyjSciowym posiadajg z reguly w pierw-
szym stopniu pare tranzystoréw ze sprzezeniem
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emiterowym. Na jedng z baz tych tranzystoréw
podaje sie zadang warto§é napiecia (regulowang),
druga baza polgczona jest z ukladem ujemnego
sprzezenia zwrotnego. Takie rozwigzanie wprowa-
dzi jednak obcigzenie elektrody odniesienia, przy
zmianie napiecia zadanego.

Celem wynalazku jest opracowanie ukladu, kt6-
ry by nie obcigzal elektrody ‘odniesienia, co osig-
gnieto przez wplfowadzenie napiecia zadanego na
obydwie bazy tranzystoré6w pierwszego stopnia
wzmacniacza réznicowego. Cel ten zostat zrealizo-
wany przez polgczenie baz tych tranzystoréw po-
przez oporniki ze Zrédlem napiecia zadanego, oraz
galwaniczne polgczenie bazy jednego tranzystora
z elektrodg ‘odniesienia. Na skutek tego, prad
bazy tranzystora sterowanego z elektrody odnie-
sienia, w calym zakresie regulacji pobierany jest
ze zr6dla napiecia zadanego, co w sposob zasad-
niczy zmniejsza prad elektrody odniesienia.

Przykladowe rozwigzanie potencjostatu bedgcego
przedmiotem wynalazku przedstawia rysunek, na
ktérym fig. 1 przedstawia uklad blokowy, a fig. 2
— przyktadowy schemat wykonania potencjostatu.
Na fig. 1 uwidoczniono: Zrédlo napiecia zadanego 1,
polaczone poprzez oporniki R7 i R8 z réznicowym
wzmacniaczem wejSciowym 2. Réznicowy wzmac-
niacz wej$ciowy 2 polaczony jest ze wzmacniaczem
wyjSciowym 3. Elektroda pomocnicza 4 polgczora
jest z wyjSciem wzmacniacza wyjSciowego 3, elék-
troda odniesienia 5 polaczona jest z wejSciowym
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wzmacniaczem réznicowym 2, a elektroda badana
6 stanowigca punkt zerowy ukladu jest polgczona
ze Zr6dlem napiecia zadanego 1, oraz wejSciowym
wzmacniaczem réznicowym.

Pokazany na fig. 2 ukiad potencjostatu w przy-
kladowym wykonaniu, posiada polaczone miedzy
sobg: Zrédio ) napiecia zadanego 1,
wzmacniacz wejSciowy 2, oraz wzmacniacz wyj-
§ciowy 3. Zrédlo napiecia zadanego 1, sklada sie
ze skompensowanej termicznie diody Zenera D1
potaczonej z plusem ukladu zasilania poprzez opor-
nik R5, a z minusem wukladu =zasilania poprzez
opornik R6. Oporniki R2 i R3 lacza zaciski dio-
dy D1 poprzez przelgczniki S1 z zaciskiem poten-
cjometru precyzyjnego odpowiadajacemu maksy-
malnej warto§ci na jego skali.
metru precyzyjnego P1 odpowiadajacy
warto$ci na jego skali, polaczony jest przez opor-
nik R4 z punktem zerowym ukladu, a przez prze-
lacznik 81 i opornik R1 z plusem ukladu zasila-
nia.

Pierwszy stopief réznicowego wzmacniacza wej-
Sciowego 2 zawiera tranzystor T1 i T2, w ukladzie
wzmacniacza pradu stalego ze sprzezeniem emite-
rowym na oporniku R9 lgczacym §lizgacz potencjo-
metru P2 z minusem ukladu zasilania. Potencjo-
metr P2 do symetryzowania stopnia igczy emitery
tranzystor6w T1 i T2. Elektroda odniesienia 5 po-
taczona jest z bazg tranzystora T2 za poéredmc-
twem przelgcznika S2.

Bazy tranzystoréw T1 i T2 polaczone sg przez
oporniki R7 i R8 ze §lizgaczem potencjometru pre-
cyzyjnego P1. Drugi stopiefn réznicowego wzmac-
niacza wejSciowego 2 zawiera tranzystory T3 i T4.
Emitery tych tranzystor6w polaczone sa z minu-
sem ukladu zasilania opornikiem R10. Kolektor
tranzystora T1 polgczony jest z bazg tranzystora
T3, a z plusem ukladu zasilania poprzez opornik
R12. Kolektor tranzystora T2 poljczony jest z ba-
zg tranzystora T4, a za poSrednictwem opornika
R13 realizujgcego dodatnie sprzgZenie zwrotne,
dla uzyskania duzego wzmocnienia ukladu jest
ponadto polaczony z kolektorem tranzystora T3.
Z plusem ukladu zasilania polgczony jest przy
tym~kolektor trahzystora T3 poprzez opornik Rll
i kolektor tranzystora T4 poprzez opornik R14.
Kolektor tranzystora T4 jest polaczony poza tym
z wejSciem wzmacniacza wyjSciowego 3.

Wyjécie wzmacniacza wyjSciowego 3, jest po-
Iaczone za poérednictwem przelacznika S2 z elek-
trodg pomocnicza 4, oraz dzielnikiem napiecia zto-
zonym z opornik6w R15 i R16, Wyjscie dzielnika
napiecia poprzez przetgcznik S2 jest polgczone z
bazg tranzystora T2. Opornik R16 dzielnika napig-
cia dolgczony jest do punktu zerowego ukladu.

Dzialanie potencjostatu polega na utrzymywaniu
nastawionej wartosci potencjalu elektrody odnie-
sienia w czasie procesu elektrochemicznego. Réz-
nica potencjalu zadanego i chwilowej warto$ci po-
tencjatu elektrody odniesienia jest sygnalem big-
du, ktéry po silnym wzmochieniu doprowadza na-
piecie i prgd elektrody pomocniczej do wartosci
koniecznej w danych warunkach, dla uzyskania
gadanej wartoSci potencjatu elektrody odniesienia.

réznicowy
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Zastosowany w przyrzadzie dzielnik napiecia R15
i R16 symuluje cele elektrochemiczng w okre$lo-
nych warunkach pracy i jest systemem kontroli
sprawnoS$ci przyrzadu, umozliwiajagcym lokalizacje
btedu w ukladzie elektrochemicznym wspdéipracu-
jacym z potencjostatem. Wybér odpowiedniej po-
laryzacji napiecia odniesienia dokonuje si¢ prze-
tacznikiem S1.

w potenCJostacle bedacym przedmxotem wyna-
lazku, przy prostych rozwigzaniach konstrukcyj-
nych uzyskano eksploatacyjne parametry réwne,
lub lepsze niz w potencjostatach najwyzszej klasy.

. Podstawowymi zaletami przyrzadu s3a: wysoka sta-

bilno§é przy zmianach parametréw elektrolitu,
temperatury, napieé¢ zasilajacych, oraz bardzo ma-
ly pob6r pradu ze Zrédia sterujgcego. Przyrzad
zrealizowany calkowicie na elementach péiprze-
wodnikowych odznacza sie¢ malymi gabarytami, du-
z3 niezawodnoS$cig dzialania, kré6tkim. czasem osig-
gania gotowosSci do pracy, w przeciwiefistwie do
ukladéw lampowych. W sumie rozwigzanie wedtug
wynalazku stanowi podstawe do zbudowama no-
woczesnego przyrzadu.

Potencjostat ma zastosowanie w procesach elek-
trochemicznych gdzie istnieje potrzeba programo-
wania wartoSci potencjatu elektrody - odniesienia,
w stosunku do elektrody badanej, na przyklad: w
badaniach kinetyki proceséw elektrodowych, koro-
zji metali i innych. Potencjostat bedacy przed-
miotem wynalazku stanowi na przykilad jeden z
dwéch podstawowych przyrzadéw, w linii technd-
logicznej do paobwodowego nanoszenia cienkich
warstw magnetycznych na drut metodg elektro-
chemiczng. Tak wytworzona warstwa magnetyczna
wykorzystywana jest w ukladach pamieci maszyn
matematycznych, o bardzo duzej pojemno$ci i szyb-
koSci dzialania.

Zastrzezenie patentowe

Potencjostat o elementach péiprzewodnikowych,
w sklad ktérego wchodzg polgczone miedzy sobg:
réznicowy wzmacniacz wejsciowy, Zrédlo napiecia
zadanego, wzmacniacz wyj$ciowy, oraz uklad z--
silania, znamienny tym, Ze bazy tranzystoréw (T1

i Te) pierwszego .stopnia wejsciowego wzmacnia-

cza réznicowego (2) polgczone sg poprzez oporniki
(R7 i R8) ze Zr6dilem napijecia zadanego (1), w dru-
gim stopniu wejSciowego wzmacniacza réznicowe-
go (2), kolektor tranzystora (T3) jest polaczony
poprzez opornik (R13) realizujgcy dodatnie sprze-
zenie zwrotne z bazg tranzystora (T4), natomiast
opornik (R11) lgczacy kolektor tranzystora (T3) z
plusem ukladu zasilania ma dobrang wartosé¢ za-
pewniajacg stabilnosé ukiadu, za$§ zacisk poten-
cjometru precyzyjnego (P1l) odpowiadajacy zero-
wej warto$ci na jego skali polaczony jest poprzez
opornik (R4) z punktem zerowym -ukiadu, a po-
przez zwarty dla ujemnej polaryzacji napiecia za-
danego przelgcznik (S1) i opornik (R1) z plusem
ukladu zasilania, przy czym oporniki (R1 i R4)
majg warto§é zapewniajaca dla ujemniej i dodat-
niej polaryzacji napiecia zadanego kompensacje
spadku napiecia na oporniku (R8) lgczgcym baze
tranzystora (T2) ze §lizgaczem potencJometru pre-
cyzyjnego (P1).
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